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	· 高压 MOSFET: 

· 不同规格及封装的 500V 系列 

· 建立高压MOSFET 系列, 包括 600V, 650V, 800V~1800V

· 快速恢复体二极管系列
· 将以上系列通过下列封装质量检验: TO220, FullPack, D2Pak, I2Pak, DPak, IPak, TO247

· IGBT: 

· 完成下列传统IGBT产品系列: 600V, 900V and 1400V

· 完成下列沟槽型 IGBT 产品系列: 300V, 600V, 900V and 2400V

· NPT IGBT, 600V 及以上
· 沟槽栅 NPT IGBT, 600V 及以上
· 短关断时间系列
· 中压 MOSFET: 

· 平面型 150V, 200V, 250V, 300V

· 低压 MOSFET:

· 平面型 MOSFET 20V, 30V, 55V, 75V, 100V




